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15:50-16:10 アルカリハライドの固有発光と STEの 京大理 神野賢一

オフ・センター構造

一一一一一一一一一 研究会報告一一一一一一一一一一

ISSP-SRL 
ユーザーズ@ミーティング

(東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設利用者研究発表会)

大阪府立大学工学部

塘賢二郎

東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設 CISSP- SRL)のユーザーズ・ミーティングが 1 月 25 日，

26日の両日にわたって東京大学物性研究所講議室で、山S-SOR同好会主催で開催された。出席者は60名

の多数にのぼり極めて盛況であった。このユーザ…ズ・ミーテインクやは私達ユーザーが東京大学原子

核研究所のシンクロトロンよりの軌道放射を利用して研究し始めた当時より，物性研究所の短期研究

会に連動して，あるいは単独で，毎年ないし隔年に関錯しているもので，軌道放射物性研究施設の特

徴である真空紫外および軟X線領域での研究発表の場として由緒あるものである。

以下にミーテインクゃのプログラムと発表内容の概要を掲げる。

日時: 1989年 1 月 25 、 26 日

場所: 東京大学物性研究所 1 階講義室

プログラム

1 月 25 日〈水〉

10:3か 10:35 あいさつ

10:3シ 10:45 物性研軌道放射物性研究施設の現状

10:4シ 10:55 S 0 R -R 1 N Gの現状

10:5シ 11:05 測定系の現状 [ 1 ] 

11 :0シ 11:15 測定系の現状 [11 ] 

特別講演

大阪府大工

東大物性研

東大物性研

東大物性研

東大物性研

塘賢二郎

石井武比古

宮原義一

菅滋正

柿崎明人

1:1:~:15.h絞殺。簿鑑識渋

1];李総8il2.~~$\:;:::酸花物議議超程導体

東大物1生研主主辺三竹内静

山口東犬物控訴穏ûW秀敏

12:05: 13: 15 昼食
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13: 1シ 13:35 Y゚a2CU307-ð の光学的性質

東北大理、東北大科研A 王小菅、難波孝夫、池沢幹彦A

13:3シ 13:55 Yßa2Cu30x の光電子分光

東大物性研、広島大総科A 曽田一雄、

森多美子、高島敏郎ヘ石川|征靖、石井武比古

13:5シ 14:25 銀酸化物高温超伝導体の電子状態(1) 真空紫外反射スベクトル

東大工寺崎一郎、田島節子、内野倉園光、内田慎一

銅酸化物高温超伝導体の電子状態(11 ) 

一鏑酸化物及びその周辺物質の電子構造一

東大工、東大理A 永崎洋、中構英通、

田島節子、内田慎一、藤森淳A

14:25 圃 14:45 低次元性物質(Cn H2n+1 N H3)2門CJ 4 :n=1 ， 2 ， 3;M=Cd ， Cu 予町の反射スベク

ト)~

山形大理、東北大理ヘ大阪女子大人東大物性研ヘ

東北大科研人京大炉正 吉成武久、難波孝夫ヘ島貰重孝B

藤沢正美C、池沢幹彦人松山奉史人青柳淳

14:45-15:05 アルカリハライド童子井戸励起子

東大教義江尻育郷、中J 11和道、波田野彰

15:0シ 15:25 LiCl の表面内殻励起子

大阪府大工市川公一、会田修、鎌田雅夫、塘賢二郎

15:25 ・ 15:35 休憩

15:3シ 15:55 光電子分光法によるSi酸化膜およびSi02/S i界面の研究

東北大通研宮本信雄、庭野道夫、

高桑雄二、片倉等、野河正史

15:55寸6:25 金属圃半導体界面形成初期過程(1) 貴金属噂Si(111) 2X1 

岡山大理、東大物性研A 岩見基弘、平井正明、

日下征彦、窪田征ーヘ栃原浩ぺ村田好正A

金属・半導体界面形成初期過程(11 )還移金属幽Si(111) 2Xl 

関山大理、東大物性研A 岩見基弘、平井正明、

日下征彦、窪田征ーヘ栃原浩ぺ村田好正A

16:25 ・ 16:45 気体及び固体薄膜の真空紫外光音響分光

大阪教音大、東海大医ぺ東大教義3

稲垣車、古沢佳也ぺ伊藤隆B

16:45ω17:05 SOR リソグラフィーによる微小光学素子の試作 一特徴と問題一

日本女子大、東大工A 小舘香椎子、神谷武志A

17:05 ・ 17:25 チミジリルチミン光生成物の 50ゴ80 nm 領域の作用スベクトル

立教大理檎枝光太郎、斎藤幹男
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1 月 26 日〈木〉

特別議議

1989年 2 月 71

10:2シ 10:45 遷移金属カルコゲナイドの反射スベクトルと電子構造

-Fe7S旬、 C07SeS を中心に一

東京農工大、東北大教義A 佐藤勝昭、上村孝A

10:4シ 11:05 強磁性半導体 CdCr2Se4 中の Cr 3d 部分状態密度と p-d 混成

広島大理、東大理ヘ東大物性研B

谷口雅樹、藤森 ~~A、菅滋正B

11: 05 帽 11:25 CulnX2 (X=S ， Se 予 Te) の光電子分光 岡山理大財部健一

11:25-11:45 Ce2Zn17の 4f 電子状態

名大教義、大阪府大ヱヘ阪大教養B

佐藤憲昭、市J 11公ーヘ松J I憾雄人森昌弘

11:45 岬 12:05 CeCu2Si2 、 CelnCu 2 の光電子分光

東大物性研、筑波大物質工ぺ東北大理人曽田一雄、

森多美子、大賞惇路ヘ小松原武美人石井武比古

12:05 岨 12:25 かGe 化合物の光電子分光

ロ:25 ・ 13:35 昼食

東大物性研、筑波大物質ヱヘ東北大理B

曽田一雄、森多美子、柿崎明人、菅滋正、

大賞惇陸ヘ小松原武美C、石井武比古

13:3シ 14:05 ビスマス置換型希土類鉄ガーネットの磁気反射スベクトル

東理大理小林正明、山口克彦、高矯忍、三須明

ビスマス置換型希土類鉄ガーネットの電子状態

東理大理山口克彦、小林正明、高橋忍、三須明

日:0シ 14:25 分子性結晶における光励起状態の緩和:磁場効果

東大工岩佐義宏、国府田隆夫

14:25寸 4:45 立方品別の極紫外分光

広島大工横山春喜、岡本雅樹、

浜田勉、井上健、大坂之雄

14:45帽 15: 15 真空紫外域における cBN の反射率の測定

武蕗工大工、無機材研ヘ東大物性研B 宮田典行、

座間秀昭、森木一紀、三島修ぺ藤沢正美人服部健雄

真空紫外域におけるシリコン輩化膜の反射率の測定

武蔵工大工、三菱しSI研ぺ東大物性研B

宮田典行、釜瀬文弘、座間秀昭、森木一紀、

平山 誠ヘ松) 11隆行ヘ藤沢正美お、服部健雄
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1 月 25 日〈水〉

準結;蕗

東大@物性研

放射光第 2 巻第 1 号

講演観褒

竹内伸

完全な並進秩序性をもっ t結晶』と長距離の秩序性を全くもたない 『アモルファ

スJ との中間的な秩序講造をもっ新しい概念の物質として『準結晶』が近年注目され、

その存在が確認された。~準結晶J についての最近の研究についてご講演いただく。

験イヒ物;寵溢鐙経導体

東大@物性研 福山秀敏

1986 年 IBM チューリッヒ研究所の Bednor・z &出 l1er の発見がその糸口となった

酸化物高温超伝導体の研究は、その後ますます深さを増してきた。現時点における酸

化物高温超伝導体の物性研究について総合的な解説をしていただし

YBa2CU3ﾛ7-ô の光学的性質

東北大@理、東北大@科研A 王小替、難波孝夫、池沢幹彦A

高温超伝導体である YBa2CU3Ü7-Fと ErBa2Cu3Ü7-F単結品の反射スベクトルを 0.05 ・

30eV のフォトンエネルギー領域で室温で観測した。 leV 以下は自由キャリアーの

Orude 模型で良く説明される。 帯関連移の吸収スベクト jしは、エネルギー@バンド

理論によって Zhaoらにより計算されたものに類似性のある形状をしているが、 l 咽2eV

高エネノレギー側ヘずれて観測された。

YBa2CU3ÛX の光電子分光

東大。物性研、広島大。総科A

曽田一雄、森多美子、高畠敏郎ヘ石川征靖、石井武比古

YBa2CU3ﾛX (x コ 6.0、 6.9) 焼結体試料について、液体窒素温度で角度積分型光電

子分光実験を行った。真空中で破断して清浄表面を得た測定では、これまでに報告さ

れているのと同様の価電子帯スベクトルを得た。 しかし、真空中で fi 1 ing により

清浄表面を得た測定では、これまでと異なるスベクトルを得た。得られた結果を状態

密度の計算結果と比較する。

鋸酸化物高極超伝導体の電子状態 (1) 真空紫外反射スベクトル

東大 φ 工 寺崎一郎、田島節子、内野倉図光、内田慎一

La 恒 Ba-Cu-û系で高温超伝導の可能性が示唆されて以来、多くの高温超伝導酸化物が

発見されてきた。それらは共通に、銅と酸素から成る 2次元正方的な伝導部を有して

いる。 この錦一酸素の伝導面は、高温超伝導の発現だけでなく、常伝導状態の伝

導〈例えばホール効果、ゼーベック効果〉にも極めて特異な振舞を示すことが知られ

ている。 本講演では、 錦酸化物の特異性について、 (La、Sr)2Cu04 、 YBa2CuOX 、
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B i 2(Sr、 Ca)3CU20X 等の単結品試料の真空紫外反射の測定、 解析の結果から論じる

予定である。

錦酸化物高温超伝導体の電子状態 (11) 

一錦酸化物及びその周辺物質の電子構造一

東大@工、東大@理A

永崎洋、中橋英通、田島節子、内田慎一、藤森淳A

高温超伝導酸化物は全て鋭及び酸素からなる 2次元的平面モ持つ。 致々は今回、

その錦一酸泰平面に注目し， La2CU04 及び (La、 Sr)2Cu04 またその比較物質として銅

を他の遷移金属で置換したくしa、 Sr)升04 (ドNi 、 Co、 Fe) 及び酸素の位置の異なる結品

構造をもっ Ln2Cu04 (Ln=Rare Earth) の単結品試料そ用い、真空紫外反射を測定し

た。講演では、測定結果の比較をもとに、銅酸化物の電子状態について述べる予定で

ある。

低次元性物質(Cn H2け l NH 3)2門C1 4 :n=1 ， 2 ， 3;俳句...Cu、加の反射スベクト)J.，.

山形大@理、東北大@理ぺ大阪女子大人東大@物性研ぺ東北大 φ 科研人

京大@炉E

吉成武久、難波孝夫ヘ島貫重孝人藤沢正美C、池沢幹彦D、

松山泰史人青柳淳

低次元性物質アルキルアンモニウム金属ハライドは、イオン結合の部分門Clgーを典型

的な二次元結品とみなせる。 反射スベクト)1，測定から、ハロゲン〈塩素イオン〉と

金属イオン (Cd 2 + 、 CU2\ 尚之+)とからエネルギーバンドが捧成されているものと考

えられる。また励起子吸収が構造相転移を反映して、しN2Tと RT で大きなエネルギー

シフトをおこす。

アルカリハライド量子井戸励起子

東大@教養 江尻有郷、中川和道、波田野彰

バンドギャップの異なる二種のアルカリハライドを重ねた多層膜構造において、井

戸層に閉じこめられた励起子は Bul k 励起子吸収に対して Blue Shiftを示す。 界面

の混晶化と BJue Shift の関係など最近の知見について述べる。

し iCJ の表面内殻励起子

大阪府大 φ 工 市J 11 公一、会田修、鎌田雅夫、塘賢二郎

単結晶し iCI 試料を用いて、 L i ls 励起エネルギー領域で価電子帯光電子スベクト

ルの入射角 (1腐光〉依存性を測定した。これらのスベクトルから得られた Constant圃

Initial-State (CIS) スベクトルは約 leV 離れた2本のピークを示し、高エネルギー

側のピークは吸収スベクトルの内殻励起子の励起エネルギーに対応することが分った。

一方低エネルギー側のピークに対応する構造は吸収スベクトルに見えない。 さらに

CIS スベクトルの低エネルギー側のピークは顕著な入射角依存性を示す。このピーク
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について議論する。

よる Si駿化膜および Si02/Si界商の新究

東北大 e 通研

宮本信雄、庭野道夫、高義雄二、片倉等、野湾正史

放射光第 2 巻第 1 号

光電子分光法は Si02/Si 界面構造を調べる上で非常に有効な手段である。ここでは、

第 2ピームラインを用いて測定した Si2p 内殻励起領域の光電子スベクト j仏光電子

収量スベクト}I，.;の結果そ中心に、酸化条件によって Si02膜、 Si0 2 /Si界面の棒造が如
何に変化するかについて報告する。 併せて、 Si2p 内殻励起領域の光刺激イオン鋭離

(PSID) スベクト)1，.;の測定結果についても報告する。

一半導体界面形成初期過程 (1) 質金属づ i (111) 2 1 

岡山大 e 理、東大@物性研A

岩見基弘、平井正明、日下征彦、護国政ーヘ栃原浩ヘ

村田好IE^

金属相半導体界面における室温での界面合金化過程を遷移金属岬Si (111)2Xl 臼系に

ついて、 {面電子帯及び内殻電子の励起による光電子分光法により調べた結果につい

て報告する。

一半導体界蕗形成窃鶏過謹 (2) 還移金属帽Si (111) 2 1 

岡山大命理、東大@物性研A

平井正明、日下征彦、窪田政ーヘ栃原浩ぺ

村田好正A

金属岬半導体界面における室温での界面合金化過程を遵移金属醐Si(111) 2Xl α系に

ついて価電子帯スベクトル及び内殻電子のスベクトルより調べた結果について報告す

る。

気体及び国体薄践の真空紫外域光音響分光

大阪教育大、東海大@医ヘ東大@教義B

稲垣卓、古沢佳世ヘ伊藤隆B

真空紫外域 (>125n開〉でマイクロフォン法による光音響測定を若干の気体及び有機

物薄膜について行い、振幅スベクト)J.;及び位相スベクトんについて理論的解析を行っ

た。 気体の吸収が強い場合には、振幅スベクトルではなく、位相スベクトルが吸収

スベクトルに対応することが確かめられた。また、多くの国体試料において、吸着し

た水分子の光離脱によるものと考えられる信号が検出された。

SOR リソグラブィーによる微小光学泰子の試作 一特畿と問題一

日本女子大、東大@工A 小舘香椎子、神谷武志A
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光エレクトロニクスの発展と共に光源である半導体レーザーに見合った大きさ、

さを持つコンパクトな光学部品への要求が高まっている。 我々はこれらの要求に答

える受動型部品としてリソグラブィー技術に立脚したマイクロフレネルゾーンプレー

トの適応を考え機討を加えてきた。本報告では、波長オーダの寸法、許容誤差が要求

されている、 OEIC などの光回路との分岐、結合、遅延と多数本光ファイパとの接続

機能を兼ね備えたコンパクトな高効率回折格子型微小光学素子作成法として、 SOR リ

ソグラフィーによる試作実験を行い検討したので報告する。

チミジリ)1;チミン光生成物の 50企部開領竣の作用スベクト)L-

立教大@理 檎校光太路、斎藤幹男

DNA の構成単位であるヌクレオチドが 21団結合したチミジリルチミン(TpT)の光生

成物の作用スベクト jしを 50す80nm 領域で測定したので報告する。

1 月 26 日〈木〉

翠選挙体趨格子

東大@物性研 安藤由也

基礎物理学の観点か今大変興味がもたれている半導体超格子について、最近の諦究

やその応用面についてー綾的な解説をしていただく。

還移金属カルコゲナイドの反射スベクト)Lt

一一- Fe7S句、 C07Sε8 を中心に

東京農工大@工、東北大@教義A 佐藤勝昭、上村

運移金属カルコゲナイドは、その多くが紘化ニッケル構造あるいは、それより原生

する超構造を示す。 その様気的性質は、局在電子模型より、バンド模型によってよ

りよく記述される。本研究では、 O.2-25eV の広いエネルギー範囲における Fe7S句、

C07SeS 、 Cr2Se3 単結晶の反射スベクトルそ謝定し、その結果とバンド計算結果の比

較について述べる。

強鑑性半導体 CdCr2Se4 中の Cr 3d 部分状態密度と p寸混成

広島大@理、東大@理ぺ東大物性研B

谷口雅樹、藤森淳ヘ菅滋正B

Cr3pーか3d 内殻吸収領域における共鳴光電子放出の実験より CdC r2Se4中の Cr3d 部

分状態密度を評価した。 Cr 3 +の 3d~整位は、原子内スピン交換相互作用及び結品土器に

より t2g ↑ (fi 1I ed) 、 e f?; t(empty) 、 t2g ↓ (e間pty) 、 eg ↓ (empty)に分裂する。部分状

態密度中の束縛エネルギー 1.3eV の強いピークは、主にた宮?軌道に、また、 2.geV 

にピークを持つ幅広い構造は Se4p軌道と強く混成した eg ↑、 eg ↓軌道によると同定

される。



76 1989年 2 月 放射光第 2 巻第 1 号

CulnX2 (X培、S号、Te) の光電子分光

関山理大@理 財部健一

CulnX2 の上部{西電子帯は Cu の 3d とおの 4p電子から誘導されているといわれ

ている。波長依存性の光電子スベクトルにより p、 d 部分状態密度の研究を行った。

その結果 9 d 部分状態密度は反結合@非結合@結合状態に分離していることが分った。

Ce2Zn 17 の 4f 電子状態

名大@教義、大叛府大@工ぺ阪大@教義B

佐藤憲昭、市川公ーペ松川徳雄人森昌弘

Ce2Zn 17 の磁気的、電気的性質より、 Ceの 4f電子は、安定な局在状態を示してい

る様に見える。 この物質に対して 4f共鳴光電子分光の測定を行ったところ、九の大

きい物質で見られる double “ peak 構造を示した。 この原因について考察し、Ce2Zn17

の 4f電子状態を明らかにしてみたい。

C記CU2S 句、CelnCu2 の光電子分光

東大。物性研、筑波大@物質工ぺ東北大@理B

曽田一雄、森多美子、大賞惇健ヘ小松原武美B

石井武比古

CeCu2S 句、 CelnCu2単結晶試料について角度積分型光電子分光実験を行った。 Ce 4d 

→4f 遷移にともなう共鳴光電子放出を利用して 4f 電子の状態分布を求めた。 また、

CeCu2S i 2 では、 低い励起光エネルギーで価電子帯スベクト jしを詳細に測定し、状態

密度の計算と比較した。 Ce 4f 電子状態を除いて、実験結果とバンド計算の結果は、

よく一致する。

ルGe 化合物の光電子分光

東大@物性研、筑波大@物質ヱヘ東北大@理B

曽田一雄、森多美子、柿崎明人、菅滋正、大賞惇躍A

小松原武美人石井武比古

じG句、 U 3Ge4 多結品試料について、 40eV-120eV の励起光エネルギー範囲で角度積

分型光電子分光実験を行った。励起光エネルギー 60eV の価電子帯光電子スベクト)~

では、 束縛エネルギーが 2eV 付近の肩構造とともに、ブヱルミ準位近傍に鋭いピー

ク構造が見られる。光電子放出強度の励起光エネルギー依存性を利用してこれらの構

造の起源、老明らかにした。

どスマス置換型希土類鉄ガーネットの磁気反射惑スベクトル

東理大@理 小林正明、山口克彦、高橋忍、三須明

VUV 域における BiGd3-x1G の光磁気効果を磁場変調反射分光法で測定した。この

領域では構成イオン個々の電子連移によるスベクトルが見られるが、磁場変調スベク

トルは分散型を示した。温度変化に対し、補償温度で符号を反転した。変調スベクト
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jしが微細な構造にも対応することが分った。

ビスマス置換型希土類鉄ガーネットの電子状態

東理大 φ 理 山口克彦、小林正明、高橋忍、三須明

30eV 付近にみられる構造は p 単体 Bi の反射さ長構造と比較して Bi 3+の 5d→6p 電

子選移と考えられる。 Cubi むに配置された電荷に閉まれた Bi 3+ イオンの 5d→6p 遷

移エネルギーを計算した。 実験結果とくらべて、 5d 準位は内殻の性格が強いことが

わかった。

分子性結品における光励起状態の緩和:磁場効果

東大@工 岩佐義宏、国府田隆夫、

有機分子結品における、光励起状態からの緩和には、三重項励起子対を経る過程が

重要な役割を果す。この過程は、発光収撃の磁場変化として検出可能である。 SOR 光

領域で、議場変調分光の手法を用いた測定を行い、高エネルギー光で結晶を励起した

際、非常に大きな磁場効果があらわれることを明らかにした。

立方品開の極端紫外分光

広島大@工

横山春喜、岡本雅樹、浜田勉、井上鑓、大坂之雄

立方品加の誘電関数の虚部を、 reflectance測定よりもとめ、立方品 BN への帯理

論の結果と比較をする。 またプラズマ CVD で作成の微結晶酬の光学的性質にもふ

れる。

真空紫外域における cBN の反射率の制定

武蔵工大@工、無機材研ヘ東大 φ 物性研B

宮田典幸、、座間秀昭、森木一紀、三島修ヘ藤沢正美B

服部健雄

SOR 光そ用いて 2_，23eV の領域における cBN の反射率測定を行い、その光学的特

性を検討した。 得られた吸収係数には 6eV 付近に吸収端が見られ、それよりも高エ

ネルギー側の 10、 12 、 16eV 付近にも吸収の著しい変化が見られた。また、吸収端付

近で吸収係数の 1/2乗がほぼエネルギーに比例していることから、吸収端付近の光吸

収は間接選移によることが明らかである。

真空紫外域におけるシリコン室化膜の反射率の測定

武蔵工大 φ 工、三菱 LSI ;研ヘ東大。物性研B

宮田典幸、釜瀬文弘、座間秀昭、森木一紀、平山誠A

松川隆行ヘ藤沢正美人服部健雄

種々の室化法によりシリコン基盤上に形成したシリコン室化膜の反射率測定を 2........ 
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23eV のフォトン φ エネルギーで行った。その結果はおV 以上のフォトン φ エネルギ

ーにおいて光学的特性が作成方法に依存することを示している。 シリコン酸化膜に

関する検討結果についても当日述べる予定である。

研究会報告

「次世代大型X線光源研究会」につい

同研究会代表世話人 菊 田

広報担当世話人藤井保彦(筑波大学物質工学系)

1 .成り立ち

ここ数年来，硬X線領域の放射光利用者，および光源加速器研究者@技術者が中心になり， フォト

ンファクトリー (PF) ，フォトンファクトリー懇談会，科研費総合研究など様々な機関@機会を利用

してわが国における放射光実験施設の将来計画について議論を進めてきた。この議論の口火となり，

さらに白熱化してきた主な理自として次の事実が挙げらる:①わが国唯一の硬X線放射光源である仰

において，採択された実験課題の要求するビームタイムが大幅に供給を上回り，急増するニーズ、に対

応仕切れない事態に歪りつつあること，②次第に高度化してきた利用技術により，より高輝度の光源

を望む声が大きくなってきたこと。このような利用者の聞から自然発生的に上がった「もっとビーム

タイムを! もっと明るく! J という声に対して，数年前から高エネルギ…研ではト 1) スタン主リン

グ(話R) への入射用蓄積リング (AR) の放射光利用· PF2. 5GeV リングの抵エミッタンス化という実質

的な対応を開始し、さらにまた光源加速器研究者等は 6 "'-'10GeVクラスの放射光専用 1) ングの先行的設

計研究も行なった。一方，科学技術庁では航空@電子等技術審議会電子技術部会の「わが国の基盤と

する科学技術として大型放射光光源の開発を検討する必要がある J という答申を受け， これに対して

本格的な取組みを開始した。このようにして1987年初頭には，文部省のAR放射光利用，科学技術庁の

6GeVクラス大型放射光施設建設の両計画が明らかになった。このため両省庁聞に摩擦を生じたが， こ

れを解消しこれらの計画を互いに協力し合って推進すべく大型放射光施設整備連絡協議会が設けら

れ約 1 年間にわたり協議した。その結果 fARの放射光利用の促進と，その経験を踏まえた高輝度 e 短

波長を得るための大型放射光専用施設の整備が必要である」との概要が報告された(1987. 12) 

この時点で放射光関係者の間には，放射光専用光源加速器技術@放射光利用技術が文部省関係機関

に偏在しているため科学技術庁計画の実現を懸念する声も多く閉かれた。しかし多くの利用者は，稼

働中のPF リングの利用に並行したAR リングの利用(その後協の放射光利用計画も提案されている)と，

その時点から約 7 年後完成予定の科学技術庁リングの利用は，時間的@機能的に相補的関係にあり，

かつそれまで議論してきた将来計画と整合するとの判断から，協議会の見解を歓迎した。ところが，

「どちらのリングも利用者の意見を十分に反映した，利用者のための施設でなければならなしリとの

認識に立っとき，特に後者の計画に対して多くの懸念すべき問題が存在した。このため，それまで将

来計画を議論してきた多数の関係者は「どのようにしたら，これまで蓄積してきた光源加速器技術@


